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M e m o r i a  B e e c r i p t i v a

Este invento se re fie re  a los aparatos traslato­

r e  o repetidores semiconductivos de señales, y a méto­

dos y circu itos para su u tilización^ y mÓs concretamente
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a aparates, métodos y circu itos de conmutación u tilizad les  

para almacenar mensajes.

Otro objete Ae este invente es perfeccionar apa­

ratos semiconAuetives empleados para repetición de seña­

le s .

Otros objetes consisten en sim plificar mátedos de 

almacenar mensajes e información, sim plificar los aparates 

necesarios a l objete, aumentar e l intervalo durante e l cual 

se pueden eenservar dates, almacenar informes que puedan 

ser leídos sin destru irles, in ic ia r  un estado de baja re­

sistencia en un circu ito mediante aplicación de un impulse 

elóctrico momentáneo, y mantener un circu ito en uno de des 

estados conductivos sin gastar más energía que la  actuante.

Be conformidad con estes objetos, una característi­

ca del invente consiste en a lterar e l estado de un trayec­

to conductivo a travóe Ae un semiconductor estableciendo 

una oarga electrostática junto a una superficie del semi­

conductor.

Otra característica consiste en emplear un cuerpo 

ferro-e láetrico  que se mantiene muy cerca de una superficie 

semiconductiva come medie de a lterar la  conductividad a 

travás del cuerpo semicenduet&ve. Puede establecerse una

carga electrostática en la  parte del cuerpo ferreeláetrieo  

adyacente a l semiconductor aplicando a travás del mismo un 

campe electrostático. La pereián Ae la  earga soportada 

en e l ferroeláetrioo despuás de re tira r  e l campo mantiene 

e l estado alterado de conducción en e l semiconductor, y 

funciona así come una reminiscencia de la  áltima señal ap li­

cada a travás del fe rree lá etrieo .

Otra particularidad del invente consiste en regular 

las características de conducción Ae un aparate semiconduc-
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tiv c  que contiene una "barrera rectificadora, colocando un 

ferreelóetrico  frente a ana porción superficia l contigua a 

la  barrera y alterando la  carga electrostática sobre esa 

porción de superficie mediante la  aplicación de señales a 

travós del ferree lóetrico . Una forma de barrera r e c t if i­

cadora particularmente adaptable a esta regulación consis­

te  en e l empalme n-p y combinaciones de empalmes n-p. La 

modificación de las características de conducción de empaL  ̂

mes n-p que interseetan una superficie semicenduotiva se 

describe a continuación con d eta lle .

Los objetos y características precedentes y otros 

más se apreciarán mejor per la  descripción detallada s i­

guiente, con referencia a l plano adjunto; en e l que repre­

sentan:

La figura 1, una elevación de una forma de aparato 

conforme a l invente; y un circu ito en e l que puede u t i l i ­

zarse.

La figura 2, una orientación de carga y una modi­

ficación  de empalme n-p para e l estado de baja resistencia 

del aparato de la  figura 1.

La figura 3 ;  una elevación de otra forma de rea­

lización  de este invente, que comprende un cuerpo semieon— 

daetive diferente del de la  figura 1, en combinación con 

un elemento regulador ferroe lóo trico .

La figura 4$ es una representación esquemática de 

una parte del cuerpo semieendaetive y de los elementos do 

carga de las figuras 1 y 2; a una escala muy ampliada y con 

las proporciones alteradas para fa c ilita r  la  comprensión.

La figura 5, es una grá fica  de la  característica 

de tensión-corriente, a travós de las conexiones a l cuer­

po semieendaetive de la  figu ra 1. En esta grá fica ; las
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ordenadas representan la  tensión y las abolsas la  corrien­

te .

La figura 6, es ana gráfica del campo de polariza­

ción en e l elemente ferree láetriee  de la  figura 1, con re­

lación a l eampo electrostático aplicado, la  cual maestra 

e l estado de la  carga en cnanto a magnitud y polaridad en 

las superficies del ferroe láctrioe . Las ordenadas represen­

tan e l oampo de polarización y las abolsas e l campo elec­

trostá tico .

La figura 7, es ana grá fica  del cambio de conducti­

vidad en e l cuerpo semiccnduetivo a consecuencia del cam­

bie de earga en su superficie# Las ordenadas representan 

les cambies en la  conductancia y las abeisas les  cambies 

en la  earga#

Bebe advertirse que las proporciones empleadas en 

les  dibujes ne corresponden a les  aparates reales# Per 

le  general^ conviene que estes aparates tengan una profun­

didad apreeiable, normal a l plano del papel, para que ofrez­

can ana amplia in te r fic ie  o superficie de contacto entre 

e l ferreeláetriee  y e l semiconductor#

Las flgnras 1 y 2 del plano representan elementes 

semieonductlves que regalan la  corriente que circula entre 

sas bornes en respuesta a una señal aplicada a travós de 

an cuerpo ferreeláetriee#  Cada ano de estos aparates com­

prende un cuerpo semioondaotivo -11- que contiene una barre*? 

ra rectificadora -12^# A ambos lados de la  barrera se ap li­

can a l cuerpo conexionas -13?? de baja resistencia, esencial­

mente no rectificadoras, a fin  de establecer un trayecto 

conductivo per e l material semieenduetivo y a travÓs de la  

zona do barrera# En particu lar, e l aparato de la  figura 1 

comprende un cuerpo semieondaetive que tiene zonas contiguas
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de material con tipo de cenductividad N o P, y an empalme 

n-p intermedio qae forma ana barrera rectificadora. La 

estructura Ae la  figa ra  3 oomprenAe, ademas de las ZOMS 

de condactiviAaA tipo N y P, ana zona -28- de material 

intrínsecamente semiconAactivo y anchara fin ita  entre ama­

bas zonas, y que oonstitaye ana parte mayor de la  zona 

de barrera rectificadora*

Cada ano de Has elementos semicendactivos de las 

figuras 1 y 3 se paede ooneotar en an eiroa ito  de aprove­

chamiento, oemo maestra la  f i l t r a  1. En este circuito^ e l 

material de tipo ? está seneotado a l borne positivo de an 

generador de potencial, batería -15-, mediante e l eondaotor 

-16—¿ la  carga -17- y la  eonerién -13—* La conerién -14- 

a l material de tipo P está aplicada a tie rra , lo  mismo qae 

e l borne negativo de la  batería -15-, mediante e l eondaeter 

-18-. L^ forma general de las earaeterístieas eléctricas 

de estos elementos semicondnctivos se representan per la  

línea llena en la  figara  5* Caando se polariza en la  d i­

rección opnesta o de gran resistencia, segán so indica^ e l 

semiconductor funciona de ordinario en e l primer cuadrante 

de la  figa ra  5*

Frente a la  superficie del semiconductor^ en la  zo­

na de barrera re c tific a d o r , se montan an elemento regalad 

dor en forma do an cuerpo - 19-  do material ferreeléotrioo 

y an eléotredo -20?s* Para fa c ilita s  la  más rápida compren  ̂

s i A i de les  dibajosy este eaerpe ferroe léetriee  se señala 

en las figaras 1 a 3 con las letras F B* Señales aplicadas 

entre e l electrodo -20- y t i e r r ,  por medio de bornes -22r 

y -23^, respectivamente conectados a les  eendaoteres -18- 

y -24^ qae van a l electrodo -20-, crean un campe electros­

tá tico  a través del ferroe léo trico . En esta disposición,
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e l cuerpo ferroeláetrieo -19- funciona como d ieláctriee 

entre laa placas de condensador constituidas por e l elec­

trodo -20 -̂ y la  superficie -26- del cuerpo semicenductivo* 

En virtud de la  h lstáresis de po la rizad  A i del ferro e l Ac-¡ 

tr ico , segdn se ilu stra  en la  figu ra 6, la  carga inducida 

en e l mismo por la  señal permanece un lapso apreciable 

después de re tira r  o reducir la  señal, o hasta que se ap li­

ca a los bornes -22- y -23- una señal que engendre un campo 

opuesto suficiente para in vertir  esa carga remanente#

A l maniobrar aparatos del tipo indicado en las f i ­

guras 1 y 3, pueden ponerse en e l estado de baja impedancia 

estableciendo una carga junto a la  superficie semieeadueti- 

va -26- de un signe que corresponde a l de les  portacargas 

en mayoría^ dentro del material de menor resistividad que 

lim ita la  zona de barrera rectificadora# En la  práctica 

la  carga ha servido para a lterar la  conductividad entre les 

bornes -13- y -14-, cuando se establece junto a l material 

de menor resistividad^ a no menos de una longitud de difu­

sión de portador m inoritario del empalme# Aparatos oon 

material de 2 ehm/em# y oenductividad de tipo y material 

do 0¿1 ohm/em# y oenductividad de tipo P, se puedan poner 

en su estado de baja impedancia aplicando una carga posi­

tiva  junte a la  superficie de tipo P, a una distancia no 

mayor do una longitud do difusión de un electrón de la  zona 

de carga espacial que rodea e l empalme rectificador# De 

manera análoga, aparatos de m aterial de 0^2 chacen. y tipo 

N y de 0^2 ehay'em# de tipo P se desváan a un estado do baja 

impedancia aplicando una carga negativa junto a l material 

de tipo N cerca, y mejor en contacto, de la  región de carga 

espacial en tome a l empalme rectificador# Ambas fcimas de

aparates muestran cambios particularmente grandes de carao-



' 226742
terástieas cnando se imponen las sargas sobre ana super­

f ic ie  -26- que se extiende a través de la  zona de empalme# 

Cuando la  sarga espasial regaladora se impone por 

medio de nn oaerpo ferroeléotrlee  montado seroa de la  sn̂ !

$ porfié is  semieondaetiva -26-^ jante a la  zona de barrera

re et i f i e  adera se aplisan sargas de aaíbos signos a l atra­

vesar e l e io lo  de h istéresis eleetrostétioa  del fsrroelée-^ 

triso# Come se representa en la  figa ra  4# la  aplicaeiéh 

de ana carga positiva a l electrodo -20^ do los aparates 

10 de las figuras 1 y 3 prodaee ana sarga positiva en la  sa-

p erfie ie  del oaerpo ferroe léetrlee  -19v# jante a la  sn- 

p erfie ie  semieondaetiva -26-. También establece an o ampo 

en cualquier in ters tic io  que paeda e x is tir  entre e l fe rre - 

e léetrieo  y les  electrodos <%20̂  y -26-, segán representa 

1$ e l in ters tic io  llene de d ie léctrico  -30- de qae se habla­

ré más adelante# Una inversión del campe electrostático 

a l aplicar ana carga negativa en e l eleetredo -20r in§ 

v ie rte  e l signe ds la  distribneián de sarga representada^ 

siempre qae sea safisien te para superar la  polarizadán 

20 remanente del ferree lá etrieo# Una a otra carga de d is-

tribueién se mantiene por efecto de la  pelarizaeián rema­

nente en e l ferree láetrieo , aunque pasen corrientes de n i­

v e l constante e medalado por e l oaerpo semieendaetivo -11- 

y a través do la  zona de barrera rectificadora -12-#

25 La inversién del signo de polarizacién adyacente

a la  saperfieie -26-^ a partir del caracterizado como pe*? 

larizaeién  "activa*^ estado de baja impe dañe ia  para e l semi­

conductor, ha prodneido nn anmento de la  impe dañe ia  inversa 

del trayecto comprendido entre los bornes -13- y -14—¡í su4 

30 perier a l obtenido despnés de re tira r la  carga electros­

tá tica  en e l fe rroe lée triee . Por consiguiente, e l aparato
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ofrece un medie de retener la  polaridad de la  ditima señal 

aplieada a travós del ferroelóctrico  eeme estado de a lta  

e baja impedañeia que se mantiene durante intervales aprecia­

bles*

Un mecanismo que puede explicar e l iuneienamiente 

de ta les aparates se funda en que la  earga orea en les  mis­

mos una eapa superficia l de características de conductivi­

dad modificadas.

Cuando se imponen cargas positivas ligeras junte 

a la  superficie semieenduetiva# se concentran pequeñas can­

tidades de electrones en e l semiconductor# ocrea de su su­

p erfic ie . Estes electrones tienden a reducir e l ndmerc de 

portacargas positivas móviles o protones normalmente presen­

tes en material de tipo P# con lo  que aumenta la  re s is t i­

vidad del material# segiín indica la  disminución de conduc­

tancia que tiene lugar desde e l erigen de la  curva de la  

figura 7 hacia E. Un aumente de la  earga superficia l por 

encima de este va ler atrae electrones en conoentraciones 

que predominan sobre les elementes de earga positiva# een- 

virtiende así pasajeramente e l material a l tipo de conduc­

tividad N# con una conductividad que es función del n ive l 

de carga# por ejemplo eeme se indica en py figura 7. Be 

manera análoga# e l material de tipo N o material in trín ­

seco tiene su zona superficia l adyacente a una carga elec­

trostática positiva alterada por una concentración compon  ̂

sadera de electrones* Estos destrones tienden a conver­

t i r  e l material intrínseco en semieenducter extrínseco de 

conductividad N, y a aumentar la  conductividad del material 

normalmente de tipo N. Este aumente sigue la  forma indi3 

oada en la  figura 7# y para cargas superficiales positivas 

sobre material de tipo N se puede representar como un au*s



226 7 4 Í ''" H
mente de eenduetividad desde e l origen hacia la  derecha, per 

ejemplo, hacia G# Cargas impuestas jante a la  superficie 

semiconductiva llegan así a ama profundidad aproximada de 

10**̂  em# per deha je  de esa superficie#

$ La conversión del material de tipo P semetide a

la  carga electrostática positiva en e l ferreelóetriee  -19-$ 

en tipo N per su zona su perfic ia l, desvía temporalmente la  

posición e fectiva  y modifica la  extensión del empalme n-p 

-12- del aparate de la  figura 1, cerne se indica en la  f i ­

lo gura 2. Análogamente? una carga de esta naturaleza impues­

ta sobre e l aparate de la  figu ra 3 crea una zona de tipo 

H a travís de la  superficie de la  región intrínseca -28-? 

e invierte la  superficie de la  zona de tipo P a l tipo N.

Esta capa, en la  superficie que contiene una gran eeneen- 

15 tración de electrones? se ha denominada "canal de tipo N"*

Mientras se extiende un eanal de tip e ? desde la  zona de t i^  

pe N hasta la  de tipe P? la  corriente inversa que haee pa­

sar la  zona de barrera rectificadora aumenta, por hacerse 

mayor la  extensión de esa zona; la  característica inversa 

20 del semiconductor entra en un estado de gran conductividad?

come indica la  línea de trazes en la  figu ra 5? y una cor 

rriente considerable de señal? constante o modulada, pa­

sará por e l aparate a la  carga -17$# El ferroeláctriee 

mantendrá la  carga superficia l, y con e lle  e l estado de 

25 conductividad del semiconductor, mientras pasa corriente#

Los estados de superficie, que pueden formar una 

delgada capa de cargas? influyen a veces en e l efecto de 

la  carga aplicada#

Otro mecanismo propuesto como medie de explicar e l 

funcionamiento observado de estos aparatos es e l de ruptu­

ra de campo del semiconductor# Este fenómeno se caracteriza

30
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par la  producción de electrones y elementos de carga po­

s itiva  en un semiconductor, cuando óste se somete a cam­

pos electrostáticos, por ejemplo, a l imponer una carga su­

p e rfic ia l superior a un n ive l lim inar* El valor 1 Iminar 

de raptara es una función inversa de la  conductividad de 

un semiconductor electrónico; per consiguiente^ este me-: 

canisme concuerda con la  tendencia observada en e l material 

de mener resistividad a entrar en e l estado "active" con 

los valeres de carga empleados, mientras que con estes va­

leres no se a ltera  e l material de mayor resistividad*

Les pertaeargas m inoritarios engendrados per esta 

ruptura de campe parecen derivar a travÓs de la  barrera 

reetifieadora y redaeir así la  impedañóla inversa de esa 

región. El campe creado per una carga de signo opuesto a 

la  earga "activa" es ineficaz^ pues la  carga opuesta de 

estado de superficie en e l semiconductor mantiene Óste por 

debaje del va ler lim inar de generación de campê  según esta 

teoría  de funcionamiento*

Les aparates semiconduetivos expuestos pueden con­

mutarse a su estado "inactivo" e de característica inversa 

de gran resistencia, en e l cual solo dejan pasar la  corrien­

te normal de saturación Ig de la  barrera, retirando la  oar^ 

ga superficia l "activa"* Esté se efectúa aplicando a l bor­

ne -23*4 una señal que desarrolla un campe electrostático^ 

a travÓs del fe rree ló e triee , su ficiente para in vertir  la  

dirección de polarización hacia e l punte C de la  figura 

6 e inducir una carga superficia l de signe opuesto* Una 

polarización remanente de la  magnitud representada en D se 

mantendrá en e l ferree lóetriee  hasta qpe se aplique a l mis­

mo un campe de signo contrario*

Para u tiliz a r  een la  máxima e ficacia  e l campe ele o-
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trostático impasta a través ¿el cuerpo ferroeléctrico^ 

es conveniente mentar éste le  más aerea posible de la  su­

p erfic ie  del semiconductor* Este puede hacerse produ- 

eiende superficies lisa s  apareadas en cada elemente^ le  

cual se cenaigue per procedimientos corrientes de esmeri­

lado y pulimento mecánico y qpímiee^ o específicamente, en 

e l case de algunos ferrceláotrices, hendiendo o exfoliando 

e l c r is ta l de que se deriva e l elemento*

En la  práctica se ha comprobado que es posible lo ­

grar resultados satisfactorios sin  adaptar exactamente la  

superficie del ferroeláctrico  a la  del semiconductor, aun­

que e l in ters tic io  entre ambas contenga a ire ; sin embargo  ̂

los resultados sen mucho mejores interponiendo entre ambas 

un medie intensamente d ie léctrico  adecuado* Como muestra la  

figura 4, puede haber algán espacie entre e l cuerpo fe rro - 

e léctrico  -19- y e l semiconductor, le  que, en e l case de 

un medie peco d ie léc trico , como aire^ requerirá aplicar 

un campe considerable* El campe requerido puede reducirse 

empleando un d ie léctrico  fuerte -30-, como una cera o un 

líquido* Otras condiciones para e l d ie lée triee  de la  zona 

in te r fie ia l sen una elevada característica de ruptura^ con 

preferencia suficiente para re s is tir  todo e l campo; una gran 

estabilidad qpímiea, y escasa conductividad^ para que no 

escape carga superficia l a través del mismo*

Aunqpe e l modo de funcionamiento descrito os ap li­

cable^ a l menos en teoría , a todos los materiales fe rro - 

eléctricos conocidos, estos aparatos se construyen con má­

xima facilidad  empleando crista les isóm era que contengan 

e l ion guanidinie* Se ha comprobado que e l sulfato de alu­

minio y guanidinie hexahidratade, CN^HgAl(SO )̂ g. 6BgO, posee 

características ferreeléetrieas particularmente ventajosas
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para su usa en las eembinaeicnes a que se re fie re  este 

invente#

El sulfate de aluminio y guanidinio hexahidrata­

do tiene una constante disim étrica de señal pequeña, apre- 

$ rimadamente 1/10 de la  del titanate de bario, alrededor

de 15 en dirección ferree lá etriea , mientras que la  del t ita -  

nato de bario es alrededor de 150; además, tiene una pola­

rización de saturación baja, comparada con la  del titanate 

de bario, y por e lle  no produce campes electrostáticos 

10 tan elevados come esta substancia# Por tanto, e l problema 

de la  perforación del dielÓetrieo en e l in terstic io  so re­

duce en un factor aproximado de -75- cuando se emplea sul­

fa te de aluminio y guanidinio hexahidratade en vez de t ita -  

nato de bario; hay más flex ib ilid a d  en la  elección de d ie- 

1$ lÓotrieee para espacios de a ire , hasta e l punto de permi­

t i r  e l empleo de in terstic ios estrechos llenes de a ire , y 

los aparates se pueden polarizar aplicando tensiones bajas 

de señal# Con materiales de esta naturaleza, pueden ap li­

carse come d ielóotrieea apropiados; nitrobenceno líquido y 

20 cianuro de etilene sólido para llenar in terstic ios  cuales-^ 

quiera entre e l semiconductor y e l ferroelóotrioo, pues sus 

constantes d ieláotrieas a la  temperatura ambiente son -35- 

y -65-, respectivamente. Es posible aplicarlos fácilmente 

a la  superficie del semiconductor o del ferrceláetrice  anr 

25 tes del montaje#

Cerne ejemplo específico del empleo de este invento 

como aparato de almacenaje, un cuerpo moneeristaline de ger** 

manie -11-, con un empalme n-p per ereeimiente; obtenido 

temande un nácleo de un caldo de composición adecuada; se 

prevea de contactes can enlaces de escasa resistencia -14- 

y -13*5* El contacte a l material de tipe P es de ere pure^

30
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y e l contacte a l material de tipo N es de ere eon una 

proparolan apreciable de antimonio. En conjuntes t ip i-  

eos, la  zona de tipo P del cuerpo tiene una resistividad 

masiva de 0,1 ohŝ /cm., mientras que la  de tipo y la  tiene 

de 3,1 ohm/em. Un c ris ta l -19- de su lfate de aluminio y 

guanidinie hexahidratadc, cortado normalmente a l eje e¡, 

se menté de manera que cubriese e l empalme n-p y las su­

perfic ies  en que entrase la  carga espacial del empalme 

polarizado en sentido inverso. E l c r is ta l tenía unas 

10 milésimas de pulgada de espesor, y llevaba un electrodo 

-20-̂  de pasta de plata aplieado en pasta y seeade a l a i­

re# Iba montado en una capa -50- de cianuro de etilene ̂  

y estaba separado de la  superficie de germanio una dis­

tancia media de Oyi milésima de pulgada, aproximadamente# 

Funcionando eon potenciales de 1 a 20 v o ltio s , aplicados 

en sentido inverso a través del empalme n-p -12-, en ma­

te r ia l de tipe N positiva , y señales de conmutación de 

menos de 200 vo ltio s  aplioadas a l eleotrodo -20-^ la  im­

pe daneia del aparato entre les bornes - 13-  y -14- pude re­

ducirse de mis de 8000 ebms a meaos de 2000 ehms een carga 

positiva en la  superficie adyaeente del ferreeléctrice^  y 

pude aumentarse del va ler mis baje a mis de 6000 ehms car­

gando negativamente la  superficie ferree léctrica  conti­

gua. Estudiando aparates de este género que emplean aire 

come d ie léc trico , con polarización inversa de 1 v o ltio  en 

e l empalme n-p y una señal de conmutación de 500 vo ltio s  

aplicada a través del ferroe lée trieo , se comprobé que pue­

den conmutarse de una impe daneia de 20.000 ehmsy een e l 

electrodo -26§ polarizado negativamente^, a 4#000 ehmŝ  

cuando la  polarlzacién del mismo era positiva. El material 

de tipo P/ de resistividad in fe r io r, era muy importante
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en e l proceso de conmutación# Se pedía conmutar con la  

señal almacenada mientras e l fe rre e líe tr ie o  se hacía avanzar 

desde la  superficie de tipo P hacia e l empalme en todas las 

posiciones, entre la  de su borde anterior a unas 25 m ilé­

simas de pulgada del empalme]; y la  de su borde posterior 

a través del empalme#

Les aparates con cuerpos monoeristalinos de ger- 

manio, con un empalme per crecimiento entre una zona de 

conductividad N de 0,2 ehn/em. de resistividad y una zona 

de tipo  P y 2 ohî /cm de resistividad  han mostrado inver­

sión mayor eon una superficie encima del material de tipo 

N polarizada positivamente que eon esa superficie polari­

zada negativamente# El c r is ta l de sulfato de aluminio y 

guanidinio herahidratado era de unas 10 milésimas de pul­

gada de espesor; estaba separado de la  superficie -26- por 

un espacio de a ire de 0,1 milésima de pulgada de anchura^ 

poco mós o menos, y se polarizó aplicando una señal de 

conmutación de unos 700 v o ltio s . La sensibilidad depen­

día de la  pesieión del c r is ta l. Se observó acción conmu­

tadora de este tipo en la  porción mayor del c r is ta l s i­

tuada encima de material de tipo N. Cuando e l c ris ta l se 

halla principalmente encima de material de tipo P, e l es­

tado "active" se consigue polarizando positivamente la  

superficie contigua del fe rre e líe tr ie o .

E l campo a través del su lfate de aluminio y guanidi­

nio hexahidratado sirve para funcionar sobre un c ic le  de 

h istéresis e leetrostétioa , come se indiea en la  figura 6; 

cuando se aplican campos mayores de unes 950 vo ltio s  por 

centímetro. Cuando interesan períodos cortes de subida]; 

es conveniente operar dentro de un margen de campos de 4000 

a 20.000 vo ltio s  por centímetro. Be este modo se pueden.
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conseguir tiempos de conmutación del orden de 10 a 100 

mieresegundos oon aparatos del tipo aquí especificado*

Es posible obtener impedancias mayores empleando 

d ieléctricos de escasa conductividad en e l in terstic io  entre 

e l semiconductor y e l ferroeléctrico* Oon aire se pueden 

abordar las impedancias inversas del empalme n-p corrien­

te . Asimismo, un aparato como e l indicado en la  figura 3 

aumentaré la  relación de impedancias inversa# para cargas 

superficiales negativas y positivas en e l ferreeléetrieo  

adyacente, puesto que la  zona intrínseca -28- entre los 

materiales de tipo N y de tipo P aumenta la  longitud del 

trayecto de dispersión a través de la  barrera rectificadora 

para e l estado de escasa resistencia.

S i bien la  descripción que antecede se re fie re  prin- 

eiaplmente a aparatos de geimanie, se ha de entender que es 

posible u tiliz a r  otros semiconductores electrónicos en la  

préctioa de muestro invento. Por ejemplo; pueden emplearse 

aleaciones de s ilic io  y germanicé compuestos in tem e té li- 

oos de los elementos de los grupos I I I  y V, teluro, selenio, 

y compuestos semicenduetlvos. Ademés, otros medios d ieléc­

tricos y ferroeléetriees funcionarán satisfactoriamente en 

la  combinación. Esos ferroeléetriees comprende les  repre­

sentados por sal de Roehelle, fosfato meneamóaiee, tartrate 

de amonio y l i t io ,  titanato de bario, y los crista les iso­

merías que contengan e l ion guanidinie. La zona de barrera 

rectificadora que puede ser in flu ida por una carga eleo-4 

trestétiea  almacenada, de acuerdo con este invento; comí-* 

prendo también las.d el tipo desarrollado como in te r fio ie  do 

metal y semiconductor; por ejemplo; colocando e l ferroelée^* 

tr ic e  muy cerca del contacte de un rectificador de contae-- 

to puntiformo.



Dehe entenderse que las disposiciones descritas 

ilustran simplemente la  aplicación de les  principies del 

invente* Les exportes pneden idear machas etras sin apar­

tarse del esp irita  y alcance del invente*

N o $ A

3e reivindica cerne objete de esta patente:

1 .- Aparate conmutador e lec trice , que comprende un 

cuerpo de material semiconductivo, un par de conexiones 

eléctricas a l cuerpo, y a l menos una zona de barrera rec­

tificadora  que encierra una porción de dicho cuerpo compren  ̂ t 

dida entre las conexiones; oaraoterizado por un cuerpo de 

material ferree léetrico  adyacente a l material semieendue- 

tiv o , cerca de la  zona de barrera rectificadora, y un elec­

trodo separado del cuerpo semiconductivo y montado frente 

a l cuerpo ferreeléetrico*

2*- Aparato conmutador segén la  reivindicación iy  

caracterizado porque la  zona de barrera está lim itada por 

etras zonas de conductividad de tipo opuesto, que componen 

un empalme n-p*

3 .- Aparate o conmutador segán las reivindicaciones 

1 o 2, caracterizado por la  interposición de material d ieléc­

tr ico  entre e l cuerpo ferree léetrico  y e l euerpo semieen- 

dnetivo.

4*- Aparato conmutador segán la  reivindicación 2  ̂

caracterizado porque e l cuerpo de material ferree léetrico  

está situado en la  superficie del cuerpo semiconductivo y 

se extiende a través del empalme n-p*

'5*s Aparato conmutador segán la  reivindicación 2̂  

caracterizado porque la  zona de barrera rectificadora eomíS
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prende región in tru sees entre las zanas Ac eonducti- 

vidaA Ae tipa N y Ae tipa P* ¡

6. -% Aparata conmutador segdn cualquiera Aa las 

reivindicaoienes precedentes, earaeterizaAe per medias

para aplicar una señal a través Ael cuerpo ferroeléctrico^ [

a fin  Ae establecer una polarización remanente en e l rnismâ  

para a lterar la  característica Ae conductividad inversa 

Ae la  eitaAa zona Ae barrera.

7. -  Aparato conmutador segdn la  reivindicación 6̂  

caracterizado porque les medies para aplicar señales se 

disponen para establecer una polarización del cuerpo fe rro - 

e líe tr ie e  del mismo signo que les  portadores predominantes 

en una de esas zonas, con le  que aumenta la  conductividad

a travós Ae la  zena Ae barrera*

8*- Aparate conmutador segdn la  reivindicación 2  ̂

caracterizado per una zona Ae tipo Ae conductividad P, y 

una zona Ae tipo Ae eonduetividad N, Ae material con re­

sistividad superior a la  de la  mayor parte Ael material 

Ae tipo B*
..

9*- Aparate conmutador segdn cualquiera de las 

reivindicaciones precedentes, caracterizado porque e l 

cuerpo ferree lóetrice  es de su lfate de aluminio y guanidi- 

nie hexahidratade*

10.- Aparate conmutador segdn la  reivindicación 

9, caracterizado porque e l cuerpo semleenduetive es de ger-

manie. ^
}

11*- Aparate conmutador segdn cualquiera de las 

reivindicaciones precedentes, caracterizado porque e l par 

de conexiones elóetrieas sen esencialmente no rec tificad  

doras^ y polarizan la  zona de barrera en sentido inver-' 

se*

.. J
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12#-; Aparate conmutador segén la  reivindicación 

11, caracterizada per un circu ite de carga conectado entre 

ambas conexiones.

13.4 Aparate conmutador segén las reivindicaciones 

1 e 2, caracterizado per la  d isp os ic i^  de un d ieléctrico  

que tiene una constante d ie léc trica  superior a la  del aire 

y puede penetrar en les  in terstic ios  eemieendactives del 

ie rree lée triee .

Esta memoria eonsta de diez y echo péginas, escri­

tas por una sola cara.

14.- Aparate conmutador e léc trico .

BARCELONA; fEB 195̂

P.A.
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